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(57)【要約】
【課題】パッケージ密度の高いパッケージ過程において
、パッケージ基板、回路板に極めて低い応力のみが発生
するパッケージ構造およびパッケージ方法を提供する。
【解決手段】表面に形成された複数のベアチップパッド
を有するＩＣベアチップと、第一面に形成された複数の
第一パッドと第二面に形成された複数の第二パッドとを
有するフレキシブルパッケージ基板と、フレキシブルパ
ッケージ基板の第一面に形成され、異なる高さをそれぞ
れ有し、第一パッドにそれぞれ対応し、且つベアチップ
パッドと接触し、ＩＣベアチップをパッケージする複数
のスタッドと、複数の接点パッドを有する回路板であっ
て、フレキシブルパッケージ基板の第二パッドはそれぞ
れ半田により接点パッドと接触することで接合する回路
板とを備えるパッケージ構造及びパッケージ方法である
。パッケージ基板、回路板に極めて低い応力のみが発生
することができ、応力によるスタッド、半田の接合破断
、及び、スタッド、半田によるはんだぬれ不良、コール
ドはんだ接合という問題を解決する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッケージ構造であって、表面に形成された複数のベアチップパッドを有するＩＣベア
チップと、
　第一面に形成された複数の第一パッドと第二面に形成された複数の第二パッドとを有す
るフレキシブルパッケージ基板と、
　前記フレキシブルパッケージ基板の前記第一面に形成され、異なる高さをそれぞれ有し
、これらの第一パッドにそれぞれ対応する複数のスタッドであって、前記フレキシブルパ
ッケージ基板の前記第一面に接合したこれらのスタッドはそれぞれこれらのベアチップパ
ッドと接合し、前記ＩＣベアチップをパッケージするために用いられる複数のスタッドと
を備えることを特徴とするパッケージ構造。
【請求項２】
　前記第一面に形成されたこれらの第一パッドのうち、少なくとも一つのパッドは他のパ
ッドと面一にならないことを特徴とする請求項１に記載のパッケージ構造。
【請求項３】
　複数の接点パッドを有する回路板であって、前記フレキシブルパッケージ基板の前記第
二面に形成されたこれらの第二パッドはそれぞれ半田によりこれらの接点パッドと接合す
る回路板を更に備えることを特徴とする請求項１に記載のパッケージ構造。
【請求項４】
　これらのスタッドがこれらの第一パッドと寄りの幅は、これらのスタッドがこれらのベ
アチップパッドと寄りの幅より大きい請求項１に記載のパッケージ構造。
【請求項５】
　パッケージ方法であって、表面に形成された複数のベアチップパッドを有するＩＣベア
チップを提供する工程と、
　第一面に形成された複数の第一パッドと第二面に形成された複数の第二パッドとを有す
るフレキシブルパッケージ基板を提供する工程と、
　異なる高さをそれぞれ有する複数のスタッドを前記フレキシブルパッケージ基板の前記
第一面に形成する工程と、
　前記ＩＣベアチップのこれらのベアチップパッドを有する前記表面を前記フレキシブル
パッケージ基板の前記第一面に向かわせ、加圧又は加熱を実施し、これらのベアチップパ
ッドをそれぞれこれらのスタッドに接合させる工程とを含むことを特徴とするパッケージ
方法。
【請求項６】
　前記第一面に形成されたこれらの第一パッドのうち、少なくとも一つのパッドは他のパ
ッドと面一にならないことを特徴とする請求項５に記載のパッケージ方法。
【請求項７】
　前記加圧又は加熱の工程の後に、それぞれこれらの第二パッド上に半田を形成する工程
を更に含むことを特徴とする請求項５に記載のパッケージ方法。
【請求項８】
　前記フレキシブルパッケージ基板を提供する工程の前に、前記フレキシブルパッケージ
基板をキャリアプレートステージから分離する工程を更に含むことを特徴とする請求項５
に記載のパッケージ方法。
【請求項９】
　半田を形成する工程の後に、複数の接点パッドを有する回路板を提供し、加圧又は加熱
を実施し、前記回路板のこれらの接点パッドと前記フレキシブルパッケージ基板のこれら
の半田をの接合する工程を更に含むことを特徴とする請求項７に記載のパッケージ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試験基板及びその試験方法に関し、特に、高密度ウェハレベル試験（ｆｉｎ
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ｅ　ｐｉｔｃｈ）に適用される試験基板及びその試験方法に関する。本発明は、パッケー
ジ構造及びパッケージ方法に関し、特にパッケージ応力を低下させることができるパッケ
ージ構造及びパッケージ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　集積度が集積回路（Ｉｎｔｅｒｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）技術の進歩につれて急
速に発展してきていることに対して、パッケージ技術もこれまでにない新たな技術水準に
達している。現在、ＩＣベアチップ、パッケージ基板、及び回路板等の素子が外に電気的
に接続する半田ボール（ｓｏｌｄｅｒ　ｂａｌｌ）、スタッド（ｓｔｕｄ）、パッド（ｐ
ａｄ）又は電気的な接続接点は、数が益々多くなり、サイズが益々小さくなるだけでなく
、現在の電子製品の体積がますます縮小してくるという設計の動向に順応するように、こ
れらの半田ボール、スタッド接点の間の距離も同様に縮減（ｆｉｎｅ　ｐｉｔｃｈ）され
てきている。同様に、パッケージ基板、回路板の厚さも益々薄くなっている。
【０００３】
　一般的には、従来、高集積度のパッケージの需要を満たすために、主に採用される技術
はフリップチップパッケージ（Ｆｌｉｐ－Ｃｈｉｐ）である。従来採用された半田ボール
の直径（高さｂｕｍｐ　ｈｅｉｇｈｔ）が約１００μｍであり、集積回路の集積度が向上
してくるに従い、パッケージ密度も上昇し続いている。現在、一般的に業界がスタッドを
採用することが多く、そして、球型であれば、直径は約３０μｍ～５０μｍであるが、如
何なるタイプのスタッドでも高さが約２０～３０μｍ程度である。図１に示すように、従
来のフリップチップパッケージ（Ｆｌｉｐ－Ｃｈｉｐ）では、ＩＣベアチップ１は、複数
のパッド（図示せず）を有し、まず直径３０μｍ～５０μｍ又は高さ２０μｍ～３０μｍ
程度の複数のスタッド（ｓｔｕｄ）２をＩＣベアチップ１の表面に形成する。硬質パッケ
ージ基板３の上下面にはいずれも複数のパッケージパッド（図示せず）を有する。ＩＣベ
アチップ１は、上面に有するこれらのスタッド（ｓｔｕｄ）２を介して硬質の多層パッケ
ージ基板３のこれらのパッケージパッドと接触しており、加圧又は加熱のプロセスを実施
した後、ＩＣベアチップ１に対するパッケージを行う。前記スタッド（ｓｔｕｄ）２間の
ピッチ（ｐｉｔｃｈ）が約１００μｍ程度であり、設計要求に応じて、従来のスタッド（
ｓｔｕｄ）２間のピッチ（ｐｉｔｃｈ）は５０μｍと小さい可能性がある。
【０００４】
　図１に示すように、硬質プリント回路板（ＰＣＢ）４の上面には、複数の電気的な接続
接点（図示せず）を有する。次に、硬質多層パッケージ基板３を、半田ボール５により硬
質プリント回路板４の上面のこれらの電気的な接続接点と接触させた後、加圧又は加熱の
プロセスを実施した後、ＩＣベアチップ１を硬質パッケージ基板３により硬質プリント回
路板４と接合させる。
【０００５】
　前述したように、半田ボール（ｓｏｌｄｅｒ　ｂａｌｌ）、スタッド（ｓｔｕｄ）、パ
ッド（ｐａｄ）又は電気的な接続接点の数がまだ多くなく、且つ硬質多層パッケージ基板
３、硬質プリント回路板４も相対的にかなりの厚さを有する場合に、図１に示すように、
加圧又は加熱プロセスを実施し、硬質多層パッケージ基板３によるＩＣベアチップ１のパ
ッケージ又は硬質多層パッケージ基板３と硬質プリント回路板４との接合を行い、各素子
の寸法誤差の許容可能値が大きいが、図に示すように、硬質多層パッケージ基板３は、必
ず、厚さが不均一で、不平坦で、又は回路設計によって金属層、誘電層の分布が均一であ
る可能性がなく、その表面も平坦ではない場合があり、同様に硬質多層パッケージ基板３
のように、硬質プリント回路板４は、必ず、厚さが不均一で、不平坦で、又は回路設計に
よって金属層、誘電層の分布が均一である可能性がなく、その表面も平坦ではない場合が
あることは、より重要な問題である。
【０００６】
　一般的には、Ｆｌｉｐ－Ｃｈｉｐ技術では、スタッド又は半田ボール接合プロセスにお
いて、硬質多層パッケージ基板３と硬質プリント回路板４に加える圧力が１～１０ｋｇｆ
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／ｃｍ２に達することが可能であり、スタッド２、硬質多層パッケージ基板３、硬質プリ
ント回路板４、及び半田ボール５等の材料のいずれにとっても小さくない圧力である。し
たがって、前述したパッケージと接合を行う時に、硬質多層パッケージ基板３と硬質プリ
ント回路板４は、必ず、複数のスタッド２又は複数の半田ボール５の接合のため、一定の
かなりの程度の応力に耐える。前述した程度の応力は、他の素子に対してサイズが大きい
厚さを有する時に、多層パッケージ基板３とプリント回路板４に明らかな影響を与えるこ
とはない。従来技術にも、スタッド２をパッケージ基板３上に形成してから加圧又は加熱
プロセスを実施し、ＩＣベアチップ１に対するパッケージを行うことがある。しかし、そ
の目的は、ＩＣベアチップ１への損傷を解消することのみにある。
【０００７】
　なお、前述したパッケージと接合を行う時に、図に示すように、ＩＣベアチップ１、多
層パッケージ基板３、及びプリント回路板４はいずれも硬質で、剛性を有する素子である
ため、硬質多層パッケージ基板３、硬質プリント回路板４は、必ず、厚さが不均一で、不
平坦で、又は回路設計によって金属層、誘電層の分布が均一である可能性がなく、その表
面も平坦ではない場合さえありうる。スタッド２又は半田ボール５が如何に精細に作製さ
れても、複数のスタッド２の間又は複数の半田ボール５の間には必ず大きさ、サイズ、形
状等の差異があるので、はんだぬれ不良（ｍｉｓｓｉｎｇ　ｊｏｉｎｔ　ｏｒ　ｎｏｎ－
ｗｅｔｔｉｎｇ）、コールドはんだ接合（ｃｏｌｄ　ｗｅｌｄｉｎｇ　ｏｒ　Ｃｏｌｄ　
Ｓｏｌｄｅｒｅｄ　Ｊｏｉｎｔ）を招いてしまう場合がある。
【０００８】
　図２を参照する。図２は、従来技術において半田ボール（ｓｏｌｄｅｒ　ｂａｌｌ）、
スタッド（ｓｔｕｄ）、パッド（ｐａｄ）又は電気的な接続接点の数が益々多くなり、且
つ硬質パッケージ基板、硬質プリント回路板も益々薄くなることを背景に、これらの素子
のパッケージ接合がなされた状態である。図２に示すように、フリップチップパッケージ
（Ｆｌｉｐ－Ｃｈｉｐ）プロセスにおいては、ＩＣベアチップ１は複数の第１パッド（ｐ
ａｄ）１１を有し、硬質パッケージ基板３の上面には複数の第２パッド３１を有し、下面
には複数の第３パッド３２を有する。硬質プリント回路板４の上面には複数の電気的な接
続接点４１を有する。
【０００９】
　まず、複数のスタッド（ｓｔｕｄ）２を硬質パッケージ基板３の上面に形成し、硬質パ
ッケージ基板３のこれらの第２パッド（ｐａｄ）３１と接合する。これらのスタッド２を
ＩＣベアチップ１のこれらの第１パッド１１と接触させ、加圧又は加熱のプロセスを実施
した後、ＩＣベアチップ１に対するパッケージを行う。次に、硬質パッケージ基板３の下
面が有するこれらの第３パッド３２は、半田ボール５により硬質プリント回路板４の上面
のこれらの電気的な接続接点４１と接触した後、加圧又は加熱を実施し、ＩＣベアチップ
１を硬質パッケージ基板３により硬質プリント回路板４と接合させるプロセスの後、電子
装置のパッケージ作製がなされた。そして、前述した作製がなされた後、反り（ｗａｒｐ
ａｇｅ）の測定を行う。一般的に、Ｓｈａｄｏｗ　Ｍｏｉｒe反り測定器で、実際に得ら
れるデータは２０μｍ～５０μｍであることが多く、このことから、従来技術では必然的
に完成された電子装置の反り（ｗａｒｐａｇｅ）の発生を回避できないことが分かる。前
述したように、スタッド（ｓｔｕｄ）２の直径が３０μｍ～５０μｍ又は高さが２０μｍ
～３０μｍ程度であり、両方は既に相当する寸法である。したがって、スタッドフリップ
チップパッケージでは、回路板の反り（ｗａｒｐａｇｅ）を解決できる問題は非常に重要
な課題である。
【００１０】
　そして、従来技術では、加圧又は加熱のプロセスを実施しＩＣベアチップ１に対するパ
ッケージを行う工程において、さらにＩＣベアチップ１と硬質パッケージ基板３との間に
非導電の接合材料、例えばエポキシ樹脂１２が充填される。その目的は、隣り合うスタッ
ド２と、第１パッド１１と、第２パッド３１とを絶縁状態にするだけでなく、より重要な
ことに、ＩＣベアチップ１と硬質パッケージ基板３との間の接合力を強め、前述した説明
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において言及されたようなパッケージ後のＩＣベアチップ１と硬質パッケージ基板３が耐
える応力に抵抗することにある。
【００１１】
　そして、従来技術では、同様に加圧又は加熱のプロセスを実施し硬質パッケージ基板３
と硬質プリント回路板４とを接合させる工程においても、さらに硬質パッケージ基板３と
硬質プリント回路板４との間に非導電の接合材料、例えばエポキシ樹脂６が充填される。
その目的も、隣り合うスタッド２と、第１パッド１１と、第２パッド３１とを絶縁状態に
するだけでなく、より重要なことに、硬質パッケージ基板３と硬質プリント回路板４との
間の接合力を強め、前述した説明において言及されたような接合後の硬質パッケージ基板
３と硬質プリント回路板４が耐える応力に抵抗することにある。
【００１２】
　特に、現在、パッケージ基板の厚さは、層間厚さ（両金属層間の距離又は誘電層厚さ）
が５０μｍより小さく、さらには３０μｍより小さいサイズを作製できる時に、基板が応
力に耐えるために変形する様子を描き出す文献はほとんど見られない。しかし、発明者は
鋭意観察した結果、実際には基板の厚さがますます前述した寸法まで薄くなる時に、図２
に示すように、パッケージ接合した後、硬質パッケージ基板３と硬質プリント回路板４は
、確かにパッケージ接合により応力が発生する。ひいては、図１に示すように、硬質多層
パッケージ基板３、硬質プリント回路板４は、必ず、厚さが不均一で、不平坦で、又は回
路設計によって金属層、誘電層の分布が均一である可能性がなく、その表面も平坦ではな
い場合があるが、複数のスタッド２の間には必ず高さの差異があるので、半田ボール５に
ついても同様である。スタッド２又は半田ボール５が如何に精細に作製されても、複数の
スタッド２の間又は複数の半田ボール５の間には必ず大きさ、サイズ、形状等の差異があ
る。
【００１３】
　したがって、パッケージ接合の破断による電子装置のフェイルでなければ、後の作製に
おいて、及び、このパッケージを採用した電子装置製品の使用期間においてフェイル（ｆ
ａｉｌｕｒｅ）が発生する機率を向上させることができるため、前述した硬質パッケージ
基板３と硬質プリント回路板４との間に存在し続く応力及びパッケージ接合破断の欠陥は
、実際には、このパッケージプロセスがまったく実用性がなくなってしまい、つまり、は
んだぬれ不良、コールドはんだ接合が発生し、このパッケージプロセスの失敗を直接的に
招いてしまう。従来技術には、前述したように、エポキシ樹脂を充填し、パッケージと接
合の後、ＩＣベアチップ１と、硬質パッケージ基板３と硬質プリント回路板４との間に存
在する応力に抵抗するという唯一の解決方策だけある。そして、パッケージと接合の前に
、まずスタッド２又は半田ボール５の大きさ、サイズ、形状を厳しく篩う必要があり、加
えて硬質パッケージ基板３と硬質プリント回路板４の表面にいわゆるグローバル平坦化技
術プロセス（ＣＭＰ，Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）
を実施し、パッケージと接合の歩留まりを向上しようとしている。
【００１４】
　したがって、パッケージ過程においてパッケージ基板、回路板に極めて低い応力のみが
発生する可能性があり、パッケージ接合の歩留まりを向上させ、はんだぬれ不良、コール
ドはんだ接合の発生を回避できるパッケージ構造及びパッケージ方法を提供する必要があ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、パッケージ構造及びパッケージ方法を提供し、特にスタッド、半田が微小化
し、パッケージ密度が高いパッケージ過程においてパッケージ基板、回路板に極めて低い
応力のみが発生することができるとともに、パッケージ接合の歩留まりを向上させ、はん
だぬれ不良、コールドはんだ接合の発生を回避でき、スタッド、半田のパッケージ接合に
よるパッケージ基板、回路板の応力に起因して、パッケージ基板、回路板の変形とスタッ
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ド、半田の接合破断を招き、製品の製造歩留まりと製品の使用寿命に影響する問題、ひい
てははんだぬれ不良、コールドはんだ接合によるパッケージ接合に失敗した問題を解決す
ることを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、表面に形成された複数のベアチップパッドを有するＩＣベアチップと、第一
面に形成された複数の第一パッドと第二面に形成された複数の第二パッドとを有するフレ
キシブルパッケージ基板と、前記フレキシブルパッケージ基板の前記第一面に形成され、
異なる高さをそれぞれ有し、これらの第一パッドにそれぞれ対応する複数のスタッドであ
って、前記フレキシブルパッケージ基板の前記第一面に接合したこれらのスタッドはそれ
ぞれこれらのベアチップパッドと接合し、前記ＩＣベアチップをパッケージするために用
いられる複数のスタッドと、を備えるパッケージ構造である。
【００１７】
　本発明は、複数の接点パッドを有する回路板であって、前記フレキシブルパッケージ基
板の前記第二面に形成されたこれらの第二パッドはそれぞれ半田によりこれらの接点パッ
ドと接合する回路板を更に備えるパッケージ構造である。そして、本発明のパッケージ構
造では、フレキシブルパッケージ基板の前記第一面が不平坦である。
【００１８】
　本発明は、
　表面に形成された複数のベアチップパッドを有するＩＣベアチップを提供する工程と、
　第一面に形成された複数の第一パッドと第二面に形成された複数の第二パッドとを有す
るフレキシブルパッケージ基板を提供する工程と、
　異なる高さをそれぞれ有する複数のスタッドを前記フレキシブルパッケージ基板の前記
第一面に形成する工程と、
　前記ＩＣベアチップのこれらのベアチップパッドを有する前記表面を前記フレキシブル
パッケージ基板の前記第一面に向かわせ、これらのベアチップパッドをそれぞれこれらの
スタッドに接合させたる工程と、を含むパッケージ方法を提供する。そして、本発明のパ
ッケージ構造では、フレキシブルパッケージ基板の前記第一面が不平坦である。
【００１９】
　本発明のパッケージ方法は、前記フレキシブルパッケージ基板を提供する工程の前に、
前記フレキシブルパッケージ基板をキャリアプレートステージから分離する工程を更に含
む。
【００２０】
　本発明のパッケージ方法は、半田を形成する工程の後に、複数の接点パッドを有する回
路板を提供し、これらの接点パッドを前記フレキシブルパッケージ基板の前記第二面に向
かわせ、これらの半田をそれぞれこれらの接点パッドに接触させた後、加圧又は加熱を実
施し、前記回路板への前記フレキシブルパッケージ基板の接合を行う工程を更に含む。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】従来技術のパッケージ構造の断面模式図である。
【図２】従来技術では硬質パッケージ基板と硬質プリント回路板を採用し、パッケージ接
合を行うパッケージ構造の断面模式図である。
【図３】本発明のパッケージ構造の簡単な模式図である。
【図４】本発明のパッケージ方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図３を参照する。図３は、本発明のパッケージ構造の簡単な模式図である。本発明のパ
ッケージ構造は、ＩＣベアチップ１００と、フレキシブルパッケージ基板２００と、回路
板３００と、複数のスタッド４００と、複数の半田５００とを備える。図３に示すように
、ＩＣベアチップ１００は表面に形成された複数のベアチップパッド１５０を有する。フ
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レキシブルパッケージ基板２００は、第一面に形成された複数の第一パッド２５１を有す
るとともに、第二面に形成された複数の第二パッド２５２を有する。フレキシブルパッケ
ージ基板２００は、図１に示すような硬質多層パッケージ基板３に似ており、共に、多層
金属層と多層誘電層とから構成されるが、良好な接合を実現するために、それぞれスタッ
ドの異なる高さに対応して、変形することができる。フレキシブルパッケージ基板２００
は、非常に軟らかいので、ほとんど応力が発生しないように変形できる。それ故に、フレ
キシブルパッケージ基板２００は、どんな形ででも中立平衡（ｎｅｕｔｒａｌ　ｅｑｕｉ
ｌｉｂｒｉｕｍ）の特性を具備する多層フレキシブル基板である。もちろん、従来技術に
おいて言及された硬質多層パッケージ基板３にも似ており、フレキシブルパッケージ基板
２００の第一面の第一パッド２５１のうち、少なくとも一つは他の第一パッド２５１と面
一にならず、即ち、フレキシブルパッケージ基板２００の表面は不平坦である可能性があ
る。これらのスタッド４００は、それぞれフレキシブルパッケージ基板２００の第一面に
おけるそれぞれ対応する第一パッド２５１上に予め形成され、これらの第一パッド２５１
と接合する。そして、スタッド４００が第一パッド２５１との寄りの幅は、スタッド４０
０がベアチップパッド１５０と寄りの幅より大きい。
【００２３】
　フレキシブルパッケージ基板２００の作製は、例えば、キャリアプレートステージ（図
示せず）上に複数の金属層と複数の誘電層を交互に形成する。キャリアプレートステージ
は、ガラス、ウエハ又は他の金属キャリアプレートを例にとる。金属層は、金属剥離プロ
セス（Ｍｅｔａｌ　Ｌｉｆｔ　Ｏｆｆ）で形成され、誘電層は、ポリイミド（Ｐｏｌｙｉ
ｍｉｄｅ）を材料とし、例えば回転塗布法（Ｓｐｉｎ　Ｃｏａｔｉｎｇ）で形成されるこ
とができる。本発明が採用するフレキシブル多層フレキシブル基板の単一の層の厚さは２
０μｍより小さく、さらには１０μｍより小さくてもよい。そして、全ての誘電層はいず
れも単一の材質を採用するので、多層フレキシブル基板の各層間の応力の一致性が高い。
フレキシブルパッケージ基板２００は、キャリアプレートステージから分離された後、反
り（ｗａｒｐａｇｅ）の現象がないとともに、柔軟、折曲げ可能、展延性がよい等の特性
を具備することもでき、フレキシブルパッケージ基板２００は加圧又は加熱、あるいは同
時に加圧及び加熱のパッケージプロセスを行う時に、いずれも中立平衡の特性という技術
的な特徴を具備し、それ自体の物理特性及び回路特性に影響することなく、局所的領域で
変形可能である。フレキシブルパッケージ基板２００は、多層金属層と多層誘電層とから
構成され、良好な接合を実現するために、それぞれスタッドの異なる高さに対応して、変
形することができる。フレキシブルパッケージ基板２００は、非常に軟らかいので、パッ
ケージ工程中に、柔軟性があるようにほとんど応力が発生しないように変形できる。なお
、本発明のフレキシブルパッケージ基板２００は、ＭＩＴ　ｆｌｅｘ　ｔｅｓｔにおける
曲げ曲率半径Ｒ＜１０ｍｍ、さらには曲げ曲率半径Ｒ＜１ｍｍの場合にテストする時の標
準に合致することが要求される。
【００２４】
　そして、前述したスタッド４００と第一パッド２５１が接合する手順は、フレキシブル
パッケージ基板２００がキャリアプレートステージから分離する前又は分離した後に、例
えばキャリアプレートステージから分離した後に、特殊に設計されるチャッキングシステ
ムでフレキシブルパッケージ基板２００の下方に設けられる支持部材により、前述したス
タッド４００と第一パッド２５１の接合を行う、又は真空吸着のキャリアプレートステー
ジ上に付着することができるが、本発明は特に限定されるものではない。即ち、前述のと
おり、本発明のフレキシブルパッケージ基板２００は反り（ｗａｒｐａｇｅ）がなく、柔
軟、折曲げ可能、展延性がよい等の特性を具備するので、パッケージプロセス中又はパッ
ケージの後、本発明のフレキシブルパッケージ基板２００の最も重要な特性は、加圧又は
加熱、あるいは同時に加圧及び加熱のパッケージプロセスを行う時に、いずれも、中立平
衡の特性を具備するという技術的な特徴である。
【００２５】
　したがって、ＩＣベアチップ１００とフレキシブルパッケージ基板２００に加圧又は加
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熱を実施しフレキシブルパッケージ基板２００によるＩＣベアチップ１００へのパッケー
ジを行った後に、フレキシブルパッケージ基板２００の中立平衡の適合性により、前述し
たパッケージ接合はＩＣベアチップ１００、フレキシブルパッケージ基板２００、及びス
タッド４００に極めて低い応力のみが発生する。特に、現在、パッケージ基板の厚さは、
層間厚さ（両金属層間の距離又は誘電層厚さ）が５０μｍより小さく、さらには３０μｍ
より小さい寸法を作製できる時に、パッケージプロセス中であっても、パッケージプロセ
ス後であっても、従来技術のように前記応力によるスタッド４００のパッケージ接合の破
断に起因して電子装置のフェイルを発生させることがない。そして、図に示すようにＩＣ
ベアチップ１００、回路板３００はいずれも硬質で、剛性を有する素子であるので、フレ
キシブルパッケージ基板２００と回路板３００は、必ず、厚さが不均一で、不平坦で、又
は回路設計によって金属層、誘電層の分布が均一である可能性がなく、その表面も平坦で
はない場合があり、加えてスタッド４００又は半田５００が如何に精細に作製されても、
複数のスタッド４００の間又は複数の半田５００の間には必ず大きさ、サイズ、形状等の
差異があるので、従来技術のようにはんだぬれ不良、コールドはんだ接合が発生し、電子
装置のパッケージと接合に失敗したという問題を発生させることはない。
【００２６】
　前述したスタッドプロセスの作製方式は、一般的な半田バンプ（Ｓｏｌｄｅｒ　ｂｕｍ
ｐ）であってもよく、金バンプ（Ｇｏｌｄ　ｂｕｍｐ）又は金スタッドバンプ（Ｇｏｌｄ
　ｓｔｕｄ　ｂｕｍｐ）であってもよいが、前述したいずれかのプロセスであっても、そ
のスタッドの高さは必ず一定の誤差があり、最良な製造状況でも０．５μｍ～３μｍの差
がある。したがって、前述したように、高密度のパッケージプロセスでは、スタッドの高
さは２０ｕｍ、さらにはより低いだけ必要があるが、０．５μｍ～３μｍのスタッドの高
さの誤差は、はんだぬれ不良、コールドはんだ接合を招いてしまう可能性がある。同様に
、最良に作製される基板プロセスであっても、基板パッドの面一度には１～５μｍ以上の
誤差があることがよく見られ、この多層基板の不平坦、又は複数のパッドの非面一ははん
だぬれ不良、コールドはんだ接合を招いてしまう可能性があり、本発明のフレキシブル基
板の中立平衡の適合性という技術的な特徴は、パッケージ高さの誤差によるはんだぬれ不
良、コールドはんだ接合を解決できる。
【００２７】
　なお、本発明の回路板３００は、複数の接点パッド３５０を有する。フレキシブルパッ
ケージ基板２００は、第二面に形成された複数の第二パッド２５２を有し、これらの第二
パッド２５２がそれぞれ半田５００によりこれらの接点パッド３５０と接合する。前述し
たように、本発明のフレキシブルパッケージ基板２００は、反りがなく、柔軟、折曲げ可
能、展延性が良い等の特性を具備するので、パッケージプロセス中又はパッケージの後に
、本発明のフレキシブルパッケージ基板２００の最も重要な特性は、加圧又は加熱、ある
いは同時に加圧及び加熱のパッケージプロセスを行う時に、いずれも、中立平衡の適合性
を具備するという技術的な特徴である。
【００２８】
　したがって、ＩＣベアチップ１００と、フレキシブルパッケージ基板２００と回路板３
００とに加圧又は加熱を実施しフレキシブルパッケージ基板２００の半田５００による回
路板３００への接合プロセスを行い、フレキシブルパッケージ基板２００、回路板３００
、スタッド４００、及び半田５００に極めて低い応力のみが発生する。特に、現在、パッ
ケージ基板の層間厚さは、層間厚さ（両金属層間の距離又は誘電層厚さ）が５０μｍより
小さく、さらには３０μｍより小さい寸法を作製できる時に、パッケージプロセス中であ
っても、パッケージプロセス後であっても、従来技術に述べられたように応力によるスタ
ッド４００又は半田５００の接合の破断に起因して電子装置のフェイルが発生することが
ない。
【００２９】
　したがって、本発明が提供するパッケージ構造の中立平衡の適合性という技術的な特徴
によれば、スタッド、半田が微小化し、パッケージ密度が次々と向上しているパッケージ
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技術分野において、パッケージ基板、回路板に極めて低い応力のみが発生することができ
る。本発明は、スタッド、半田のパッケージ接合によりパッケージ基板、回路板に応力が
発生し、パッケージ基板、回路板の変形及びスタッド、半田の接合破断を招き、製品の製
造歩留まりと製品の使用寿命に影響する問題を解決した。
【００３０】
　そして、本発明は、パッケージ方法を提供する。図３及び図４を参照する。図４は、本
発明のパッケージ方法を示すフローチャートである。本発明のパッケージ方法は、
【００３１】
　工程４１０：すなわち表面に形成された複数のベアチップパッド１５０を有するＩＣベ
アチップ１００を提供する工程４１０。
【００３２】
　工程４２０：すなわち第一面に形成された複数の第一パッド２５１と第二面に形成され
た複数の第二パッド２５２とを有するフレキシブルパッケージ基板２００であって、前述
したように、まずキャリアプレートステージ上に形成する、又は、キャリアプレートステ
ージから分離した後に、真空吸着のキャリアプレートステージ上に付着することができる
フレキシブルパッケージ基板２００を提供する工程４２０。
【００３３】
　工程４３０：すなわち異なる高さをそれぞれ有する複数のスタッド４００をフレキシブ
ルパッケージ基板２００の第一面に形成し、フレキシブルパッケージ基板２００をキャリ
アプレートステージから分離する工程４３０。
【００３４】
　工程４４０：すなわちＩＣベアチップ１００のベアチップパッド１５０を有する表面を
フレキシブルパッケージ基板２００の第一面に向かわせ、材料に応じて、ＩＣベアチップ
１００とフレキシブルパッケージ基板２００に加圧、加熱、又は、加圧と同時に加熱を実
施し、これらのベアチップパッド１５０をそれぞれこれらのスタッド４００に接合させる
。フレキシブルパッケージ基板２００は、反りがなく、柔軟、折曲げ可能、展延性が良い
等の適合性を具備するので、次工程のパッケージは、ＩＣベアチップ１００とフレキシブ
ルパッケージ基板２００に極めて低い応力のみが発生するとともに、はんだぬれ不良、コ
ールドはんだ接合が発生し電子装置のパッケージと接合に失敗することがない工程４４０
、
　を備える。
【００３５】
　前述した工程４４０の後に、さらに、ＩＣベアチップ１００とフレキシブルパッケージ
基板２００との間に非導電材料、例えばエポキシ樹脂を充填すること、即ちギャップ充填
（ｕｎｄｅｒｆｉｌｌ）の工程とともに、前述したギャップ充填の工程の後に、更に、非
導電材料、例えばエポキシ樹脂でＩＣベアチップ１００をモールディング（ｍｏｌｄｉｎ
ｇ）する工程を備えることができる。
【００３６】
　さらにまた、それぞれフレキシブルパッケージ基板２００の第二面の複数の第二パッド
２５２上に半田５００を形成する工程４５０をそなえることができる。
【００３７】
　複数の接点パッド３５０を有する回路板３００であって、接点パッド３５０をフレキシ
ブルパッケージ基板２００の第二面に向かわせ、半田５００を接点パッド３５０にそれぞ
れ接触させた後に、ＩＣベアチップ１００と、フレキシブルパッケージ基板２００と、回
路板３００とに加圧又は加熱を実施し回路板３００へのフレキシブルパッケージ基板２０
０の接合を行う回路板３００を提供する工程４６０とを含む。フレキシブルパッケージ基
板２００は、反りがなく、柔軟、折曲げ可能、展延性が良い等の適合性を具備するので、
次工程の接合は、ＩＣベアチップ１００、フレキシブルパッケージ基板２００、及び回路
板３００に極めて低い応力のみが発生する。そして、はんだぬれ不良、コールドはんだ接
合が発生し電子装置のパッケージと接合に失敗してしまうことはない。
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【００３８】
　要するに、本発明のパッケージ構造及びパッケージ方法の中立平衡の適合性という技術
的な特徴は、特にスタッド、半田が微小化し、パッケージ密度が高いパッケージ構造に適
用する。本発明によれば、スタッド、半田、パッケージ基板、及び回路板にはいずれも極
めて低い応力のみが発生することができる。スタッド、半田のパッケージ接合は、パッケ
ージ基板、回路板に応力が発生し、パッケージ基板、回路板の変形又はスタッド、半田の
パッケージ接合破断を招き、製品の製造歩留まりと製品の使用寿命に影響する問題は容易
に解決された。なお、スタッド、半田の大きさ、サイズ、形状等の差異ではんだぬれ不良
、コールドはんだ接合が発生することも回避できる。
【００３９】
　本発明の好適な実施形態を前述の通り開示したが、これらは決して本発明を限定するも
のではない。本発明が属する技術分野において通常の知識を有する者は、本発明の主旨と
範囲を脱しない範囲内で各種の変更や修飾を加えることができる。したがって、本発明の
保護範囲は後付の特許請求の範囲で界定されるものに準じるべきである。
【符号の説明】
【００４０】
　１　　　　　　　ＩＣベアチップ
１１　　　　　　　　第１パッド
１２　　　　　　　　エポキシ樹脂
２　　　　　　　　　　スタッド
３　　　　　　　　　硬質多層パッケージ基板
３１　　　　　　　　第２パッド
３２　　　　　　　　第３パッド
４　　　　　　　　硬質プリント回路板
４１　　　　　　　　電気的な接続接点
５　　　　　　　　半田
６　　　　　　　　エポキシ樹脂
１００　　　　　　ＩＣベアチップ
１５０　　　　　　ベアチップパッド
２００　　　　　　フレキシブルパッケージ基板
２５１　　　　　　第一パッド
２５２　　　　　　第二パッド
３００　　　　　　回路板
３５０　　　　　　接点パッド
４００　　　　　　スタッド
５００　　　　　　半田
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